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1. 서론
 최근 인공지능, 데이터센터에 사용되는 메모리 반도체는 고주파 
대역의 높은 성능을 요구한다.[1] 이러한 메모리 반도체의 고주파 
성능평가는 실리콘 고무 소켓을 사용한다. 따라서 실리콘 고무 소
켓 자체의 고주파 성능평가도 필요하다. 실리콘 고무 소켓의 고주
파 성능평가는 ANSYS 사의 HFSS (High Frequency Structure 
Simulation)를 이용한다. HFSS는 고주파 대역에서 유전율을 반
영하기 위해 주파수 의존형 유전율 모델인 Djordjevic-Sarkar 
(DS) 모델을 사용한다. 그러나 DS 모델이 적용된 유전율은 수학적
으로 계산되어 실제 유전율과 차이를 보인다. 따라서 본 논문은 실
제 측정된 실리콘 고무의 유전율을 HFSS에 적용하여 도출한 실리
콘 고무 소켓의 S-파라미터를 분석한다.

2. 본론
 유전율은 MCK(Material Characterization Kit)를 이용하여 
실리콘 고무 샘플을 대상으로 측정했다. 그림1은 측정에 사용된 
실리콘 고무 샘플이다. MCK는 Ka-대역(26.5GHz-40GHz)에
서 측정된 S-파라미터를 통하여 얻은 분산 데이터로 유전율을 
측정한다. MCK를 이용하여 Ka-대역에서 측정한 유전율과 DS 
모델이 적용된 유전율을 비교했다. 수학적으로 설계된 DS 모델
을 적용한 실리콘 고무의 유전율은 오차가 존재한다. 측정된 실
리콘 고무의 유전율 데이터를 HFSS에 반영하여 
26.5GHz-40GHz 대역에서 실리콘 고무 소켓의 S-파라미터를 
도출했다. 측정된 실리콘 고무의 유전율 데이터가 반영된 S-파

라미터 시뮬레이션 결과는 유전체에 DS 모델이 적용된 S-파라
미터 시뮬레이션 결과와 차이가 나타난다.

[그림 1] 측정에 사용된 실리콘 고무 샘플

3. 결론
 본 논문은 실제 측정된 실리콘 고무의 유전율을 HFSS에 적용하
여 도출한 실리콘 고무 소켓의 S-파라미터를 분석했다. 그 결과 실
제 측정된 실리콘 고무의 유전율이 반영된 S-파라미터 시뮬레이션 
결과는 DS 모델이 적용된 S-파라미터 시뮬레이션 결과와 차이가 
있음을 확인했다. 이는 실리콘 고무의 유전율 오차가 실리콘 고무 
소켓의 임피던스 부정합을 유발하여 발생한다.
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요 약 

본 논문은 실제 측정된 실리콘 고무의 유전율을 HFSS에 적용하여 도출한 S-파라미터를 분석한다. 주파수 의존형 유전율 모델
인 Djordjevic-Sarkar (DS) 모델은 고주파 대역의 실제 유전율과 오차가 존재한다. 따라서 MCK를 이용해 Ka-대역에서 실리
콘 고무의 유전율을 측정했다. 이후 측정된 실리콘 고무의 유전율을 HFSS에 적용하여 S-파라미터를 도출했다. 측정된 실리콘 
고무의 유전율이 적용된 S-파라미터 결과를 유전체에 DS 모델이 적용된 S-파라미터 결과와 비교 분석했다.
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